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В данной работе рассматривается эффект резонансного туннелирования электромагнитных волн через периодическую структуру, состоящую из последовательности проводящих и диэлектрических слоев определенной толщины, которую можно рассматривать как оптический кристалл. Эффект резонансного прохождения электромагнитного сигнала через проводящие области наблюдался в результате того, что диэлектрические слои играли роль электромагнитного резонатора [1,2]. Туннелирование через проводящий слой наблюдалось при совпадении частоты падающего поля с одной из собственных частот электромагнитного резонатора.
В качестве исследуемой структуры была выбрана последовательность девяти проводящих и непроводящих слоев на основе легированного и нелегированного GaAs толщиной 1 мкм и 9 мкм соответственно, созданных на поверхности идеально отражающей (металлической) стенки. Справа на структуру падало электромагнитное излучение с частотой ω. Структура поля в резонаторе определялась из решения уравнения Гельмгольца
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 - высокочастотная диэлектрическая проницаемость GaAs, а [image: image8.png]


 - плазменная частота электронного газа, [image: image10.png]0.067m



 - эффективная масса электронов в GaAs, ne - концентрация носителей в легированных областях. В дальнейших расчетах полагалось, что ωp=3×1014 с-1. Нетрудно видеть, что уравнение (1) эквивалентно стационарному уравнению Шредингера в модели Кронига-Пенни, приводящему к наличию совокупности разрешенных и запрещенных зон для распространения электромагнитной волны в исследуемой структуре. Как результат, при падении извне электромагнитной волны на исследуемую структуру, проникновение поля внутрь структуры происходит лишь в области частот, соответствующих разрешенным зонам. 

По нашему мнению, рассматриваемые структуры могут быть эффективными детекторами или фильтрами электромагнитного излучения заданного, в том числе терагерцового, диапазона частот.
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